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BJETIVO

ntreto de silicio apresenta dois estados
.umorficos, alfa e beta (1), tendo como
-ncipais propriedades, alta resisténcia mecénica
:0 choque térmico até elevadas temperaturas,
wvada  dureza, alta temperatura  de
xomposi¢do, boa resisténcia a oxidagdo e baixa
:nsidade (2). E um material de dificil sinterizaggio
=vido as ligagdes covalentes e consequentemente
.naixa difusividade. Por isso para se obter corpos
2 nitreto de silicio com altas densidades sem
slicagdo de pressdo, ha a necessidade do uso de
Ativos formadores de fase liquida (3). Este
zbalho tem como objetivo estudar a eficiéncia
25 oxidos de lantdnio e de aluminio como
Jivos de sinterizagdo do nitreto de silicio.

HETODOLOGIA

“ara este estudo, fez-se misturas de 3 diferentes
omposigoes de SisNg (95% de fase o e 5% de
¢ ), ALOs e La,O; que foram compactadas na
'mma de pastilhas por prensagem uniaxial (500
gfem?) e isostatica (2000 Kgficm®). As
.mposigdes foram as seguintes:

v composigdo 0: 90% em peso de SisNs, 5% em
xs0 de ALO3 e 5% em peso de La;0;.
+composigdo 1: 90% em peso de Si3N4, 7,5% em
xso de Al Os e 2,5% em peso de La;0s.

v composig¢do 2: 90% em peso de SisNs, 2,5% em
xso de AL O3 e 7,5% em peso de La,0s.

-m seguida determinou-se as densidades a verde
us pastilhas, que foram entdo sinterizadas,
silizando-se dilatdmetro Netzsch, a 1750°C por
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1 hora em atmosfera de nitrogénio. Apos a
sinterizagdo determinou-se as densidades das
amostras  pelo  método  hidrostatico e
posteriormente as pastilhas foram caracterizadas
por difragdo de raios X e microscopia eletronica
de varredura (MEV) para identificar-se as fases
formadas e observar-se a distribuigdo de fases.

RESULTADOS
A Tabela 1 mostra as densidades das amostras

antes € apds a sinteriza¢do, em relagdo as suas
respectivas densidades tedricas.

TABELA 1: Densidades a verde (d)) e
sinterizada (d,) das diferentes amos. ras

amostra d(%) d:(%)

0 60 96
1A* 61 95
1B* 60 98

2 59 96

* A e B representam diferentes pastilhas de mesma composigdo

A partir das curvas obtidas por dilatometria,
observou-se nas quatro amostras que a retragdo
teve inicio a cerca de 1200°C e que ao atingir
1750°C quase toda a retragdo ja havia ocorrido
(Figura 1).

A difraggo de raios X (Figura 2) mostrou a fase p-
Si;N4 € uma pequena quantidade da fase a-Si;Ny e
por meio das micrografias eletronicas de
varredura por elétrons retroespalhados e por
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Jétrons secundarios, mostradas nas Figuras 3 ¢ 4,
bservou-se que as amostras apresentaram uma
iistribuicdo homogénea da fase amorfa (fase clara

2 Figura 3) com graos de B-Si;N¢ uniformes e
nferiores a 1pum.
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~ figura 1: Curva de densificagdo da amostra 1A.
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~ Figura 2: Difratograma de raios X da amostra 0.

Figura 3: Micrografia eletronica de varredura por
elétrons retroespalhados da amostra 1A.
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Figura 4: Micrografia eletronica de varredura por
elétrons secundarios da amostra 1A, polida e
atacada quimicamente.

CONCLUSOES

Conclui-se, portanto, que houve quase total
conversdo da fase a-Si;Nys para B-SisNs e qu* os
oxidos utilizados como aditivos de sinterizagio
sdo eficientes, pois todas as amostras atingiram
densidade acima de 95 % da teodrica.
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